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Sulfura de galiu, în diferite faze, este un material de perspectivă pentru aplicații în 
optoelectronică, în particular, în detectoare de radiații electromagnetice pentru domeniul 
UV al spectrului [1]. Materialul cercetat permite prepararea atât sub formă de straturi 
subțiri, cât și sub formă de nanostraturi, variindu-se astfel și proprietățile fotoelectrice 
[2]. Una din problemele actuale în prepararea fotodetectorilor este tehnologia straturilor 
subțiri utilizată pentru fabricarea dispozitivului. În cercetările efectuate, a fost folosită 
metoda volumului cvasiînchis (CSS) pentru prepararea sulfurii de galiu pe suporturi 
rezistente la temperaturi înalte, metodă perfecționată pentru prepararea și a altor ma-
teriale fotosensibile [3]. În calitate de suporturi pentru prepararea straturilor subțiri de 
sulfură de galiu s-a folosit p-Si cu orientarea cristalografică (100). Temperatura sursei 
de α‵Ga2S3 a fost de 800°C, iar temperatura suportului a variat între 550-700°C. Probele 
astfel obținute au fost caracterizate structural prin intermediul difracției de raze X în 
configurație GI-XRD considerându-se toate corecțiile instrumentale necesare, iar mor-
fologia acestora a fost studiată prin intermediul microscopiei de forță atomică în non-
contact mode.

 Analiza cantitativă și precizarea parametrilor rețelei cristaline a presupus utilizarea 
metodei Rietveld [4], care constă în minimizarea diferenței dintre intensitatea tabloului 
de difracție observată  și cea calculată  în fiecare punct al tabloului de 
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difracție prin metoda celor mai mici pătrate. S-a ținut cont de următorii factori: factorul 
de scară, factorul de polarizare Lorentz, factorul de multiplicitate, factorul de structură, 
funcția de profil a maximului provenit de la reflexia de la planul cu dat, (în calitate 
de funcție de profil s-a utilizat funcția Pseudo-Voight), factorul de absorbție, intensitatea 
fondului în punctul , factorul de texturare, în aproximația March-Dollase [5]. Pentru 
determinarea dimensiunii cristalitelor și a microstrain-ului (microtensiune) s-a utilizat 
metoda Williamson-Hall [6] modificată pentru funcția de profil Pseudo-Voight [7].

Considerând analiza tabloului de difracție a straturilor preparate din sursa de α‵Ga2S3 
pe suportul de p-Si(100), s-a stabilit formarea unui amestec de γGa2S3 și αGa2S3 (Fig.1). 

Fig. 1. Tabloul de difracție a razelor X (anod de Cu λKα1=1,54060Å, λKα2=1,54439Å) pe structuri 
sulfură de galiu/p-Si (100) și morfologia suprafeței straturilor obținute (12,5x12,5 μm)
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Determinarea  dimensiunii cristalitelor și a microtensiunii (Fig.2) în funcție de temperatura 
suportului demonstrează valori ale cristalitelor în limitele 11-26 nm fiind prezent un maxim 
bine pronunțat între 600°C și 650°C pentru ambii parametri (ca alternativă a fost folosită 
și formula Stokes-Wilson pentru microstrain utilizând datele pentru maximul cu cea mai 
mare intensitate (120) αGa2S3). A fost stabilit că odată cu creșterea temperaturii suportului 
crește concentrația fazei αGa2S3 și, respectiv, scade concentrația fazei γGa2S3 (Fig.3). Faze-
le detectate corespund: γGa2S3 PDF4+ 00-0430916; αGa2S3 PDF4+ 04-007-1422.

Ştiinţe ale naturii și exacte
Fizică şi Inginerie
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Fig. 3. Dependența concentrației αGa2S3 și γGa2S3 în funcție de temperatura suportului în 
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Articol elaborat în cadrul proiectelor: ,,Materiale și structuri multifuncționale 
pentru detectarea radiațiilor electromagnetice”. Cifrul: 20.80009.5007.12 și „Ma-
teriale nanostructurate avansate pentru aplicații termoelectrice și senzori”. Cifrul: 
20.80009.5007.02.
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